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38. Diffusionslänge (Ü)

In einem stark n-dotierten Halbleiter wird bei T=300 K an der Stelle x=0 eine Über-
schußladungsträgerdichte p0 aufrecht erhalten. Die Lebensdauer der überschüssigen
Ladungsträger betrage τp. Die Ladungsträger seien entsprechend

p(x) = p0 exp

(
− x

LD

)
verteilt. Bestimmen Sie mittels der Kontinuitätsgleichung den Zusammenhang zwi-
schen der Diffusionslänge LD und der Diffusionskonstante Dp. Warum muß p(x) die
angegebene Form haben? Berechnen Sie die Diffusionslänge LD bei einer Beweglich-
keit µ = 103 cm2V −1s−1 und einer Lebensdauer τp = 10−6 s (??)

(1) Die Kontinuitätsgleichung lautet:

∂p

∂t
= −1

e
∇j − rp

1−dim
= −1

e

∂j

∂x
− rp

(2) Der Diffusionsstrom j berechnet sich aus:

j = −eDp
∂p

∂x
= −eDp

∂

∂x

(
po exp

(
− x

LD

))
(3) Für die Rekombinationsrate rp gilt:

rp =
p

τp

(Wenn p Teilchen eine Lebensdauer von τp haben, dann „zerfallen“ p Teilchen in
einer Zeitspanne τp.)
Da laut Aufgabenstellung die Ladungsträgerdichte erhalten wird, gilt:
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⇒ LD =
√

Dpτp
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